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Unit

(单位)

Remarks

(备注)

Material

5 Grade

6 Crystal Growth Method

9 Conductivity Type

# Dopant

# Resitivity Ω·cm *

# RRV-max %

# Oxygen Concerntration ppma

# ORV-max %

# Carbon Concerntration ppma

# Lifetime µs

# Bulk Metal Contamination at/cm
3

# Dislocation Density ea/cm
2

# OISF ea/cm
2

晶体原生颗粒 COP ea/wafer

# Swirl

Slip

7 Crystal Orientation ° *

Primary Notch Location ° *

Primary Notch Length mm *

Secondary Flat Location °

Secondary Flat Length mm

#  Diameter mm *

# Edge Contour ° *

厚度及公差 Thickness µm *

TTV µm *

BOW µm *

WARP µm *

SFQR µm

Laser Mark

# Front Surface

Backside Surface

Backside POLY A

Backside LTO A

Backside roughness um

Backside gloss GU

Edge polishing

Light Point Defects ea/wafer *

Front Surface Chemistry *

等级 Prime

生长方法 CZ

导电类型 P

200mm Silicon Wafer Specification

8PB0H1030A0

Characteristics

参数

Secification Value

(规范值)

材料 polished Wafer

氧含量 /

氧径向变化 /

碳含量 /

掺杂剂 Boron

电阻率 10-30

电阻率径向均匀性 /

微缺陷密度 None

/

漩涡 /

滑移线 /

少子寿命 /

体金属沾污 /

位错密度 None

副参考面位置 None

副参考面长度 None

直径 200±0.2

晶向及晶向偏移度 <100>0±1.0

主参考面位置 <110>±1.0

主参考面长度 1-1.25；89-95︒

WARP <30

STIR /

激光刻字 /

倒角 22° ；R=0.31；Symmetric

725±15

TTV <4

BOW <30

背表面工艺 /

背表面粗糙度 /

背表面光泽度 /

正表面 polished

背表面 Acid etched

背表面工艺 /

边缘抛光 Yes

表面颗粒
≤50(≥0.12um)；≤30(≥

0.16um)；≤15(≥0.2um)

表面金属
<1E10(Al Cr Fe Ni Cu Zn Ti Na

Ca K Co)

GK/YTQX-01-1   YTQX-01-1    
物料编号：3110200104



#

Surface Qulity（Scratches、

Crack、Edge chip、

Contamination)

Package

Remarks

# 对无具体说明项，请按SEMI标准执行;

编号说明：

修订号 修订日期

A0 2022/12/15

表面质量 None

包装 Entegris；25pcs/box

备注

2.1.3 晶向及晶向偏移度、氧碳含量、总厚度变化，BOW、WARP等需提供COA确认符合性，必要时进行抽样检测

（收到产品后6个月内）或查看原始记录；

3. 试验方法

3.1 电阻率用四探针检测；

3.2 导电类型、电阻率径向均匀性、晶向及晶向偏离度按本规范执行；位错、漩涡、微缺陷密度按国标进行；

3.3 表面质量采用聚光灯或日光灯下目测；

3.4 连续供货时，每个季度由供方提供一次硅片氧碳含量分析表（检验标准按ASTM新标准）；

其他要求：：

1. 包装方法见包装文件；

2. 检验

2.1 抽样和判断

2.1.1 单晶位错密度、微缺陷密度按每一晶体编号抽一片样品检测，并判断合格或不合格；

2.1.2 硅片外形尺寸、电阻率及电阻率径向均匀性、表面质量按GB2828-2003一般检查水平Ⅱ抽样，AQL=10判断；

第二位代表导电类型

第三位代表掺杂剂(B-Boron,A-As,P-Ph.,S-Sb)

第四位代表晶向(0-<100>,1-<111>,2-<110>)

第五位代表电阻率类型(L-低阻重掺,H-高阻轻掺,F-区熔电阻率大于1000)

第六位到第九位为电阻率范围

第十位和十一位为版本号

3.5 其他项目按公司企业标准执行

4. 储存条件和存放有效期：常温、干燥、无腐蚀性环境密封保存；

第一位代表直径

编号说明：

8PB0H0130A0

第一位代表直径

最后两位为供应商缩写(可选)

修订内容

新编文件


